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1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg wyma-
gania i1 badania dotyczace krzemu monokrystalicznego
przeznaczonego do produkcji elementéw potprzewod-
nikowych i mikrouktadéw scalonych.

1.2. Okreslenia — wg BN-83/0894-06.00.

2. OZNACZENIE

2.1. Spos6b budowy oznaczenia. Oznaczenie krzemu
monokrystalicznego powinno zawierac:

a) czesC literowa, w ktorej pierwsza litera K ozna-
cza krzem, druga litera M oznacza monokrysztal, trze-
cia litera B lub C oznacza metod¢ monokrystalizacji:

B — metoda beztyglowa,

C — metoda Czochralskiego,

b) czgs¢ cyfrowa, w ktorej liczba umieszczona przed
czg$cig literowa oznacza nominalng $rednice monokry-
sztaltu w mm, liczba umieszczona za czes$cig opisowa
literowa oznacza nominalng warto$¢ oporu elektrycz-
nego wilasciwego w (kcm,

c) symbol chemiczny pierwiastka stosowanej do-
mieszki umieszczony na koncu oznaczenia.

2.2. Przykiad oznaczenia

a) krzemu monokrystalicznego otrzymywanego me-
todag Czochralskiego o nominalnej $rednicy 51 mm,
o oporze elektrycznym wiasciwym 9 (dcm, z domieszka
boru:

51 KMC-9B

b) krzemu monokrystalicznego otrzymywanego me-
toda beztyglowg o nominalnej $rednicy 38 mm, o opo-
rze elektrycznym wilasciwym 40 (Qcm, z domieszkg
fosforu:

38 KMB-40P

3. WYMAGANIA

3.1. Wymagania ogélne. Monokrysztat powinien mie¢
ksztalt prgta o przekroju poprzecznym kolistym na

- calej dlugosci. Nie powinien mie¢ uszkodzen typu pek--

ni¢é¢, ulaman, ukruszen. Dopuszcza si¢ jedynie ukru-
szenia do 1| mm na krawedzi monokrysztatu.

3.2. Parametry monokrysztaléw krzemu otrzymywa-
nych metoda Czochralskiego — wg zalacznika, tabl. Z-1.

3.3. Parametry monokrysztaléw krzemu otrzymywa-
nych metoda beztyglowa — wg zalacznika, tabl. Z-2.

3.4. Poziom koncentracji atoméw tlenu dla monokry-
sztalobw otrzymywanych:

a) metoda Czochralskiego — najwyzej 1X10"¥cm™,

b) metoda beztyglowa — najwyzej 5X10'cm™.

3.5. Poziom koncentracji atoméw wegla dla monokry-
sztatldbw otrzymywanych:

a) metoda Czochralskiego — najwyzej 1X10"¥cm™,

b) metoda beztyglowg — najwyzej 1X10'cm™.

3.6. Stopien kompensacji dla krzemu o oporze elek-
trycznym wilasciwym:

1 + 10 cm — nie wigkszy niz 20%,

10 = 100 cm — nie wigkszy niz 25%,

100 =+ 300 cm — nie wigkszy niz 35%.

3.7. Odchylenie osi monokrysztatléw od kierunku kry-
stalograficznego — najwyzej 2°.

3.8. Niejednorodnos$¢ oporu elektrycznego wiasciwego
— najwyzej 10%/mm.

3.9. Dodatkowe wymagania. Dla wyrobow specjal-
nych dodatkowe wymagania ustala si¢ migdzy ‘dostawca
1 odbiorcg.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie

4.1.1. Opakowanie jednostkowe. Monokrysztaly wraz
z Kartg Kontrolng nalezy pakowa¢ do torebek polie-
tylenowych i szczelnie zamknaé przez zgrzewanie. Karta
Kontrolna powinna zawierac:

a) nazwe lub znak wytworcy,

b) oznaczenie wg 2.2,

¢) numer monokrysztatu 1 date produkcji,

d) Srednic¢ monokrysztatu,

e) dlugos¢ monokrysztatu,

f) mas¢ monokrysztatu,

g) opor elektryczny wlasciwy na plaszczyznie gornej
i dolnej monokrysztatu,

h) dopuszczalny rozrzut oporu elektrycznego wias-
ciwego na plaszczyznach monokrysztatu,
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1) typ pOlprzewodnika,

J) rodzaj domieszki,

k) czas zycia no$nik6w mniejszosciowych,

1) odchylenie osi monokrysztatu od kierunku kry-
stalograficzdego (111) lub (100),

m) gesto$¢ dyslokacji, -

n) znak kontrolera.

‘Do transportu torebk¢ z monokrysztalem nalezy
umiesci¢ w opakowaniu zabezpieczajgcym go przed
uszkodzeniem.

4.1.2. Opakowania zbiorcze. Monokrysztaly opako-
wane wg 4.1.1 nalezy pakowaé¢ w szczelne opakowania
zbiorcze, ktorych masa brutto nie moze przekraczaé
40 kg. Na kazdym opakowaniu nalezy umies$ci¢ napis
zawierajacy co najmniej:

a) nazwe¢ lub znak wytworcy,

b) nazwe materialtu — KRZEM MONOKRYSTA-
LICZNY, _

¢) liczbe sztuk,

d) znaki ostrzegawcze wg PN-76/0-79252 p. 2.4.1
1 2.4.6,

¢) mas¢ brutto 1 netto,

f) dat¢ pakowania.

Ponadto do opakowania zbiorczego nalezy dotgczy¢
wykaz zawierajacy znak kontrolny pakujgcego oraz
numery poszczegdlnych monokrysztatéw z podaniem
oznaczenla wg 2.2 i masy monokrysztalow.

4.2. Przechowywanie. Pr¢ty krzemu monokrystalicz-
nego nalezy przechowywaé w opakowaniach jednostko-
wych lub zbiorczych w pomieszczeniach zamknigtych
o temperaturze 4 <+ 40°C i wilgotnosci wzglednej po-
wietrza nie wickszej niz 80%. .

4.3. Transport. Prety krzemu monokrystalicznego na-
‘lezy transportowaé¢ w opakowaniach zbiorczych, W cza-
sie transportu opakowanie nalezy chronié¢ przed sil-
nymi wstrzagsami. Dopuszcza si¢ wszystkie rodzaje tran-
sportu.

5. BADANIA

5.1. Program badan. Dla wszystkich monokrysztatéw
przeprowadza si¢ kontrol¢ parametrow wg 3.1, 3.2,
3.3 1 3.7.

Kontrole¢ parametréw wg pozostatych punktéow wy-
konuje si¢ na podstawie porozumienia mi¢dzy dostawca
1 odbiorcg.

5.2. Opis badan

a) pomiar geometrii 1 masy monokrysztalu — wg
BN-83/0894-06.00 p. 2.1 1 2.2,

b) pomiar oporu elektrycznego wilasciwego — wg
BN-83/0894-06.00 p. 2.3, :

¢) pomiar niejednorodnosci oporu elektrycznego

wlasciwego — wg BN-83/0894-06.00 p. 2.4,

d) pomiar czasu zycia nosnikOw mniejszosciowych
tadunku — wg BN-83/0894-06.00 p. 2.5,

e) okredlenie typu przewodnictwa — wg BN-83/
0894-06.00 p. 2.6,

f) pomiar koncentracji atomo6w tlenu w krzemie —
wg BN-83/0894-06.00 p. 2.7,

g) pomiar koncentracji atoméw wegla w krzemie —
wg BN-83/0894-06.00 p. 2.8,

h) okreslenie gestosci dyslokacji
0894-06.00 p. 2.9,

1) pomiar odchylenia osi monokrysztalu od kierun-
ku krystalograficznego — wg BN-83/0894-06.00 p. 2.10.

— wg BN-83/

5.3. Ocena wynikéw badan. Jezeli wyniki badan nie
spetniaja chociazby jednego z wymagan rozdz. 3, mono-
krysztal nalezy uznac¢ za niezgodny z normga. Przy po-
rownywaniu wynikéw badan z wymaganiami normy
nalezy stosowaé metod¢e A wg PN-77/N-02120.

5.4. Zaswiadczenie o wynikach badan. Do kazdego
monokrysztalu nalezy dolaczyé Karte Kontroli zawie-
rajaca dane wg 4.1.1.

KONTITEC

Informacje dodatkowe

ZALACZNIK

Tablica Z-1. Parametry monokrysztaléow krzemu otrzymywanych metoda Czochralskiego

Zakres Dopuszczalny roz- s J
; Minimalny cza .
nominalnych rzut oporu elek- ; <y . .. .| Kierunek wzro- | Dopuszczalna | ; : _
s , . Rodzaj Typ prze- | zycia nosénikoéw o Srednica mono-
oporéw elek- | trycznego wiasci- ; : : S e stu monokrysz- | gestos¢ dys-
Lp. . , | domieszki | wodnictwa | mniejszoscio- s krysztatu
trycznych wlas-| wego na plaszczyz- tatlu lokacji
] X wych
ciwych nie monokrysztalu
cm % — — us — cm? mm
z 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0,008 = 0,03 20 Sb n — 111 2000 38 0,5
51 0,5
: _ 57 X0,5
2 0,012 + 5 20 P n — 111 500 38 0,5
100 51 +0,5
51 0,5
57 0,5
3 1 + 10 25 P n 20 111 500 51 0,5
100 76 10,5




Zatacznik do -BN-83/0894-07

cd. tabl. Z-1
Zakres Dopuszczalny roz- ..
) Minimalny czas| ,.
nominalnych rzut oporu elek- ) L. . ... | Kierunek wzro- | Dopuszczalna | . )
= 5 s s Rodzaj Typ prze- | zycia no$nikéow] - s Srednica mono-
oporow elek- | trycznego wiasci- . . : e stu monokrysz- | gestos¢ dys-
Lp. , , | domieszki | wodnictwa | mniejszoscio- 5 krysztatu
trycznych wtas-|wego na plaszczyz- talu lokacji
. . wych
ciwych nie monokrysztatu
cm % — — us — cm 2 mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 0,001 20 B p — 111 38 0,5
100 500 51 0,5
57 0.5
5 ]l = 15 25 B p 20 111 7 38 0,5
100 500 51 #0:5
57 20,5
76 +0,5
Dopuszczalne odchylenie oporu elektrycznego wiasciwego od wartoéci nominalnej — zamawianej 130%.
Minimalna dlugo$¢ monokrysztatu — 100 mm.

Tablica Z-2. Parametry monokrysztalé6w krzemu otrzymywanych metodg beztyglowsg

. Dopuszczalny rozrzut s i
Zakres nominalnych . . Minimalne czasy zycia : .
. oporu elektrycznego Rodzaj domie- | Typ przewod- ey T Srednica mono-
5. oporow cile'ktrycznych whitciwegs 18 plass: o7ki e I nosmkf)W mniejszos- krysztal
wiasciwych gy ciowych!)
czyznie monokrysztatu
cm % — —_ : Hs mm
1 2 3 4 3 6 7
1 5+ 20 15 P n 20 25 40,5
max 20 : i 38 10,5
51 0,5
2 20 + 50 15 P n 50 25 10,5
max 20 38 0,5
51 0.5
3 50 =+ 100 15 P n 70 25 205
max 20 38 10,5
51 0.5
4 100 = 300 15 P n 150 25 205
max 20 38 0,5
51 H0,5
5 5+ 20 15 B p 20 25 0,5
max 20 38 +0,5
\ 51 0,5
6 20 = 50 15 B p 50 25 0,5
max 20 38 10,5
51 20,5
7 50 <+ 100 15 B p 70 25 40,5
max 20 38 0.5
) 51 £0,5
8 100 + 200 15 B p 100 25 10,5
max 20 38 +0,5
51 40,5
Pozostale parametry:
Dopuszczalne odchylenie oporu elektrycznego wlasciwego od wartosci nominalnej — zamawianej 130%.

Kierunek wzrostu monokrysztatow 111,
Dopuszczalna gestos¢ dyslokacji 500 cm™.
Minimalna dlugo$¢ monokrysztatéw 100 mm.

') Pomiar wykonuje si¢ metodg zaniku fotoprzewodnictwa.

INFORMACJE DODATKOWE
PN-76/0-79252 Produkty w opakowaniach transportowych. Znaki
i znakowanie. Wymagania podstawowe
BN-83/0894-06.00 Krzem monokrystaliczny. Prgty. Podstawowe me-

1. -Instytucja opracowujgca norm¢ — Centrum Naukowo-Produk-
.cyjne Materiatow Elektronicznych, Warszawa.
2. Istotne zmiany w stosunku do BN-74/0894-07

a) zmieniono oznaczenie, tody badan

b) rozszerzono wymagania ogodlne, 4. Symbol wg SWW — 0532-100.

¢) zaktualizowano parametry monokrysztalow. 5. Autorzy projektu normy — dr inz. Karol Nowysz, mgr inz.
3. Normy zwigzane Janusz Dragowski, mgr Eugeniusz Szyszka. — Centrum Naukowo

PN-77/N-02120 Metody zapisywania i zaokraglania liczb Produkcyjne Materialéw Elektronicznych.



